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  鉄砒素系超伝導体 LaFeAsO1-xFx（Tc ~ 26 K）[1]が報告されて以来、角度分解光電子分

光(ARPES)による鉄系高温超伝導体の電子構造の研究が盛んに行われている。特に、

ThCr2Si2構造をもつ母物質 BaFe2As2にキャリアをドープした Ba122 系は比較的高い Tcを

示し(Tc ~ 38 K)[2]、ARPES が盛んに行われてい

る。一方、BaNi2P2はBaFe2As2と同じ構造をとるが、

超伝導転移温度は Tc = 3 K と低い[3, 4]。このよう

な低 Tc 物質と高 Tc 物質の電子構造の違いを理

解することは、超伝導の機構解明のために重要

である。最近、de-Haas van Alphen効果の実験が

行われ、ホール的フェルミ面及び電子的フェルミ

面がそれぞれ観測され、バンド計算との比較が

報告されている[5]。今回我々は、ARPES を用い

て BaNi2P2 の電子構造を調べた。図１に励起光エ

ネルギーhν = 60 eV で観測したフェルミ面を示す。

X点に大きな電子的フェルミと、Γ,M点にホール的

フェルミ面が観測されている。本講演では、放射

光の可変励起光エネルギーを用いた ARPES を

行うことで観測した 3 次元的なフェルミ面とバンド

計算と比較した結果を報告する。 
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図 1：励起光エネルギーhν = 60 eV, T = 
10 K で測定した BaNi2P2 のフェルミ

面。白丸は波数分布曲線のピーク位置を

示す。 
 


